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局在理論の発展と不純バンド
講師 東大 ･理 上 村 洗
この講義の主題は ｢半導体中の不純物バンドにおいてAnderson局在と電子相関の2つの効
果がいかに物性に寄与しているか｣であった｡
初日は,不純物バンドにおける局在の理論の発展を歴史的に概観した｡不純物濃度が増加す
ると不純物準位がバンドを形成し,これに伴い不純物伝導が現れる｡この伝導に対する初期の
理論(電子相関の立場にたった )がまず紹介された｡次に,局在に関するAndersonの理論,
これにつづくMottらの mobilityedgeについて説明がなされた｡これらをもとに不純物伝
導を再考した｡初日最後には,局在理論を飛躍的に発展させたスケーリングについて基本的な
考え方とこの理論から導かれる結果が示された｡
2日目は,先生御自身の仕事が話題の中心で,Si:Pの帯磁率,比熱を局在した電子間の相
関によって説明することが主な内容であった｡まず,クーロン相互作用の対角成分 (Intrast-
ateinteraction)のみを考慮した｡すると,局在状態の一部はsinglyoccupiedstateにな
り,帯磁率は Curie 的に,比熱∝Tになり,実験結果を全体的に再現することが示された｡
さらに,singlyチCCuPiedstate間の相互作用 (ⅠnterstateInteraction)を取 り入れること
で,2K以下で見られる比熱の異常が説明される｡
その他,不純物を含むクラスターのコンピューター･シュミレーションにっいても話が及ん
だ｡エピソー ドを交えながらの講義は,定評通り丁寧でわかりやすいもので,興味深くかつ有
意義に聞くことができた｡参加者 (約70名)からはいくっかの質問が出た｡ 最後に,御多忙
にも拘らず講義をお引き受け下さった上村先生に感謝します｡
(文責 下位幸弘 )
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